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i) e Mzt | HE | RBX | B
I{EBE
VDD-VSS T{EEBE Vpp-Vss -- 1.5 -- 6 \Y
HFEER
T/EeEm Ioo Vpp=3.2V, Vm=0V -- 2.0 4.0 uA
I EBRSFEERIR lop Vpp =1.8V -- 0.2 0.5 uA
B E
W FEEE IR E Veu -- 370 _{.375 | 3.80 \%
H R E Ver -- 3.50 3.60 3.70 \
eI VoL - 205 | 210 | 215 \%
SRR R Vor -- 2.20 2.30 2.40 \
RIS R e & Vbiov VDD=3.2V 70 100 130 mV
FEERIIERISNEE Veiov VDD=3.2V -230 -200 | -170 mV
TERE N Vsporr VDD=3.2V 055 | 085 | 1.15 Vv
OV ZEERIFEEESE | Vov.cH FEFERREEE 1.2 -- -- %
FEIRASE
IR aNUEERRIE | Ta VDD=3.2V~4.0V 800 | 1000 | 1200 ms
IS PEE A FE R R &) Too VDD=3.2V~1.8V 50 100 200 ms
FERE A FEIRATE | Toiov VDD=3.2V 5 10 15 ms
FESRNFERRE | Taov VDD=3.2V 3 8 13 ms
REFIERINFEIRAE | Tenorr VDD=3.2V 200 300 400 us
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A 1.050 1.100 1.150
A1 0.625 0.650 0.675
A2 0.010 0.050 0.090
c 0.047 0.127 0.207
2.900 2.950 3.000
0.325 0.350 0.375
E 2.720 2.800 2.880
E1 1.600 1.650 1.700
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0.925 0.95 0.975
L 0.300 0.380 0.460
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L2 0.250BSC
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	过放电状态
	1.连接充电器，若VM端子电压低于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电检测电压（VD
	2.连接充电器，若VM端子电压高于充电过流检测电压（VCIOV），当电池电压高于过放电释放电压（VD
	放电过流状态和负载短路状态
	正常放电状态下的电池，VM端子电压随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到放电过电流检测电压
	正常放电状态下的电池，VM端子电压随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到负载短路检测电压 
	当保护电路触发放电过电流/负载短路状态后，将VM端子电压降低到VSS端子电压，可解除放电过电流状态或
	充电过电流状态
	正常充电状态下的电池，VM端子电压随着充电电流增大而减小，由VM管脚检测到电压减小到充电过电流检测电
	当保护电路保持在充电过电流状态时，断开与充电器的连接，则VM端子恢复到VSS端子电压，也可解除充电过
	0V电池充电

